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@ Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Halbleiter-Bauelements 

(§) Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen 
Halbleiter-Bauelementes, wobei das Bauelement aus ei- 
nem Chip besteht, der mit elektrischen Anschlussen ver- 
sehen ist, und wobei der Chip in einem Gehause unterge- ^ 
bracht ist, dasfunktional zumindest aus einem Grundkor- 
per und einem Aufsatz besteht, die beide aus Glas beste- 
hen, dadurch gekennzeichnet, dass folgende Verfahrens- 
schntte angewendet werden: 

a) Herstellen und Bereitstellen zweier Sinter-Rohiinge aus 
Glaskorpem; 

b) Aufbringen von Klebstoff auf die zu verbindenden Fla- 
chen der Rohlinge; 

c) Fixieren der beiden Rohlinge in einem Werkzeug; 

d) Herstellen eines mechanischen Verbundes der beiden 
Glaskorpem mit den elektrischen Anschlussen. 
Alternativ werden weitere Verfahren beschrieben. 
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Beschreibung 

Ibchnisches Gebiet 

[0001] Die Erfindung gcht aus von einem Verfahrcn zur 5 
Herstellung eines optoelektronischen Halbleiter-Bauele- 
mentes gemSB dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Es handelt 
sich dabei insbesondere um Lumineszenzdioden (LED). 

Stand der Tecbnik lO 

[0002] Bisher kommen KunststoffgehSuse fUr UEDs zum 
Einsatz, die im Spritzgussverfahren direkt auf das Metali- 
Leadfranie aufgespritzt werden. Bei den bisher iiberwiegend 
eingesetzten Gehausen aus KunststofF kommt es durch die 15 
von der LED emittierten Strahlung zu einer Schadigung 
(Versprodung etc.) des Kunststoffes, welche letztendlich das 
Gehause zerstoren, oder wichtige Eigenschaften des Gehau- 
ses, wie die Feuchtigkeitsdichtigkeit, vemichten kann. Der 
Schadigungsprozess wird dabei zusatzlich durch die Tfempe- 20 
raturbelastung im Brennbetrieb verstarkt. Dies ist besonders 
relevant bei LEDs, die kurzweUige Strahlung im blauen 
Oder ultra violetten Spektralbereich emittieren. 
[0003] Aus der EP-A 933 823 ist bereits ein Verfahren zur 
Herstellung eines optoelektronischen Halbleiter-Bauele- 25 
mentes bekannt, bei dem die einzelnen Bauteile sich nur we- 
nig im thermischen Ausdehnungskoeflfizienten unterschei- 
den diirfen (weniger als 15%). Die Gehausebauteile beste- 
hen aus Pressglas oder Sinterglas und werden miteinander 
verklebt. DafUr sind organische Kleber (Silicon- oder Epo- 30 
xikleber) oder anorganische Kleber (Wasseiglas) geeignet. 
ALs Alternative wird angegeben, voigefertigte Einzelteile 
(Glasrohlinge) formzupressen und miteinander direkt zu 
verschmelzen. 

[0004] Des weitmn ist aus der US-A 5 981 945 eine T .Pn 3S 
bekannt, bei der Bauteile des Gehauses aus Glas geferdgt 
sind, die durch eine L5t- oder Adhasionsschicbt veibunden 
sind. 

DarsteUung der Erfindung 40 

[0005] Es ist Aufgabe d^ vorliegenden Erfindung, Ver- 
fahren zur Herstellung eines optoelektronisches Bauele- 
ments gemSfi dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bereitzu- 
stellen, dessen Gehause sowohl Licht- als auch UV-bestan- 45 
dig ist und insbesondere auch temperaturbestandig und 
feuchtigkeitsdicht ist. 

[0006] Diese Aufgabe wird altemativ durch die kenn- 
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1, 5, 10, 13 und 17 
gelost. Besonders vorteilhafte Ausgestallungen finden sich 50 
in den abhangigen Anspruchen. 

[0007] Es wird ein Halbleiterbauelement vorgestellt, des- 
sen Gehause vollstandig aus Glas gefertigt ist. Glas unter- 
liegt keiner relevanten Alterung oder Schadigung durch 
sichtbares oder UV-Licht. Zum Einsatz kommen feuchdg- 55 
keitsbestandige Glaser, die eine niedrige Transfonnations- 
temperatur besitzen, beispielsweise bleiborathaltiges Glas, 
ahnUch wie in US-A 4 783 612 beschrieben. 
[0008] Das Gehause besteht zumindest aus zwei Teilen, 
namhch einem Grundkorper und einem auf dem Grundkor- 60 
per befestigten Aufsatz. Diese Zweiteilung ist im Sinne ei- 
ner Funktionsteilung zu verstehen. Die Realisierung des Ge- 
hauses kann je nach Verfahren auch einteilig erfolgen. Beide 
Teile sind aus Glas, wobei die beiden Teile bevorzugt aus 
dem gleichen Material gefertigt sind. Dies ist jedoch keine 6S 
notwendige Voraussetzung. Weiter sind elektrische An- 
schlusse erford^lich, die den Chip mit einer elektrischen 
Spannungsquelle verbinden k6nnen. Im folgenden werden 



diese verallgemeinert auch als Leiterrahmen oder Lead- 
frame bezeichnet. Der damit herstellbare Formenschatz an 
LED-Gehausen reicht von Radiai-LEDs bis zu sog. Tbp- 
LEDs, wie sie im eingangs erwahnten Stand der Ibchnik be- 
schrieben sind. Die AnschlUsse kOnnen aus den voibekann- 
ten Materialien wie Kupfer, Kupfer-Manteldraht oder Ni- 
Fe-Legierungen gefertigt sein. 

[0009] Die Herstellung des Glasgehauses kann auf ver- 
schiedene Weise erfolgen. Diese Herstellmethoden lassen 
sich in zwei Gruppen gliedem: Fugetechniken, bei denen 
mindestens zwei vorgegebene Glasteile des GehSuses durch 
Hilfsmittel zusammengefilgt werden und Spritz- oder GieB- 
techniken, bei denen das GehMuse als ganzes mit den An- 
schlussen zusammen in Form gesintert oder gegossen wird. 
Die FUgetechniken basieren darauf, dass in einem ersten 
Schritt die Glasformteile hergestellt und zur weiteren Bear- 
beitung bereitgestellt werden. Die Formteile sind bevorzugt 
Sinter-Rohlinge. Anschliefiend wird ein Bindemittel (Kle- 
ber oder Glaslot) auf die zu verbindenden Kontaktflachen 
aufgebracht, nachdem die Formteile in einem Werkzeug 
(Form) fixiert worden sind. AbschlieBend erfolgt der Ver- 
bund der Glasformteile samt den elektrischen Anschltissen. 
Bei den Spritz- und GieStechniken wird eine fliissige Glas- 
masse oder ein mit r*resshilfsmitteln plastifiziertes Glaspul- 
ver aufgeheizt und in eine Form mittels Spritzen oder durch 
DruckgieBen eingebracht. In der Form sind auch die elektri- 
schen Anschliisse fixiert. Die Form wird langsam nach einer 
definierten Tfemperaturfuhrung abgekuhlt. 
[0010] Ein erstes Verfahren in Fugetechnik wendet das 
Kleben von voigefertigten Glasteilen an, wie im Prinzip be- 
kannt. Hierbei wild das Gehause aus Glasteilen mit Hilfe ei- 
nes geeigneten organischen oder anoiganischen Klebers mit 
dem MetaU-Leadframe zusammengefiigt. Die Glasteile kon- 
nen z. B. als Sinterglasteile oder Pressglasteile hergestellt 
worden sein. 

[0011] Da das Formen der Glaskorper unabhSngig vom 
FUgeprozess erfolgt, besteht durch diesen Ftigeprozess 
keine Einschrankung bezuglich der Erweichungstemperatur 
des Glases. Bei der Verwendung eines organischen Klebers 
steht eine groBe Auswahl von geeigneten Glasem zur Verfii- 
gung, da durch das elasdsche Verfaalten des Klebers auch 
gr5fiere Unterschiede der thermischen Ausdehnung im Be- 
trieb ausgeglichen werden konnen. Beispielsweise funktio- 
niert dieses Verfahren auch noch, wenn ein Glas mit einem 
thermischen AusdehnungskoefHzienten von 
verbunden wird mit einem Metall mit einem thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten von etwa 20 X 10"^ K~^, Der Un- 
terschied im thermischen Ausdehnungskoeffizienten kann 
also bis zu 80 Prozent, bezogen auf den groBeren Wert, be- 
tragen. 

[0012] Aus der groBen Anzahl von oiganischen Klebem 
sind z. B. Silikone und Epoxydharze besonders gut geeig- 
net. 

[0013] Geeignete Verfahrensschritte sind: 

a) Herstellung der Bauteile (Glasformteile) aus Sinter- 
glas nach an sich bekannten Verfahren: Schmelzen und 
Fritten eines Glases. Die Fritte kann durch Nass- oder 
Trockenfritten hergestellt werden. Mahlen der Glas- 
fritte zu einem Glaspulver geeigneter Komung. Agglo- 
merieren des Pulvers unter Zusatz eines oiganischen 
Binders. Kaltpressen des getrockneten Agglomerats zu 
einem Griinkdrper mit der gewunschten Form. IVock- 
nen, Austreiben des organischen Binders und Dichtsin- 
tem der Glaskorper im Ofen b^ ca. 100 bis 200^C iiber 
der IVansformationstemperatur des Glases. 

b) Herstellung eines Vi^bunds der Bauteile (Glasform- 
teile) mit den Anschltissen (lead frames) mittels eines 
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(insbesondere organischen) Klebers: Zur genauen Do- 
siening eines Klebers (2.B. Silikonideber) kann ein 
pneumatischer Dispenser venvendet werden. Aufbrin- 
gen des Klebstoffs auf die Bereiche der Glasformteile, 
die mit dem Metall bzw. dem anderen Glasformteil ver- 5 
klebt werden soUen. Wichtig ist die moglichst genaue 
Dosierung des Klebstoffs, damit keine Metallflachen, 
die zur Kontakderung und Befestigung der LED ben5- 
dgt werden, von Kleber bedeckt werden, aber es darf 
durch zu wenig Kleber auch nicht zu einer undichten 10 
Klebung konunen. Grundkorper und Aufsatz milssen 
zum Kleben in einem Werkzeug fixiert, genau gegen- 
iiber dem Leadframe positioniert und mit einem leich- 
ten Anpressdruck (bevorzugt entsprechend einem Ge- 
wicht entsprechend einer Masse von mindestens 2 g, 15 
insbesondere bis 20 g, jeweils bezogen auf ein einzel- 
nes Gehause) beaufschlagt werden. Ausharten des Sili- 
konklebers uber 10 rain bei Temperaturen oberhalb 
100°C, insbesondere bei etwa 200**C. 

20 

[0014] Ein zweites Verfahren in Fiigetechnik wendet das 
Loten von Glasteilen an. Hierbei werden die Glasteile mit 
dem Metall-Leadframe mit Hilfe eines geeigneten Glaslotes 
zusammengefUgt. Die Glasteile konnen z. B. wieder als Sin- 
terglasteile oder auch als Pressglasteile hergestellt worden 25 
sein. 

[0015] Da das Formen der Glaskorper unabhangig vom 
FUgeprozess erfolgt, besteht durch ihn keine Einschrankung 
bezuglich der Erweichungstemperatur des Glases. Der Aus- 
dehnungskoeffizient des Glases sollte sich nicht zu stark 30 
(Fakior 1,8 Unterschied) von dem des v^^endeten Metalls 
unterscheiden, um das Auftreten von zu hohen Spannungen 
zu vermeiden. Beispielsweise ist ein Glas mit einem thermi- 
schen Ausdehnungskoeflizienten von 10 bis 13 x 10~^ (K~^) 
geeignet £s wird mit einem Lotglas, dessen thennischer 35 
Ausdehnungskoeffizient etwa von 14 bis 17 X 10^ (K-^) be- 
tragt, und mit einem Leiterrahmen aus Kupfer (mit einem 
thermischen Ausdehnungskoeflizienten von etwa 18 x 10~^ 
(K~^)) kombiniert. Ftir die Glasformteile ist ein Glas wie 
Schott 4210 geeignet. Als Lotglas ist ein Glas wie das Phos- 40 
phatglas aus US-A 5 965 469 geeignet. 
[0016] Der Wert des Ausdehnungskoeffizienten des Glas- 
lotes muss zwischen den Werlen der Ausdehnungskoeffi- 
zienten des verwendeten Glases und des Metalls liegen. Das 
Lot muss unterhalb der Transformationstemperatur des Gla- 45 
ses der Formteile erschmelzen, so dass es zu keiner unkon- 
trollierten Verformung der Glasteile kommL 
[0017] Geeignete Verfahrensschritte sind folgende: 

a) Herstellung der Bauteile (Rohlinge) aus Sinteiglas 50 
nach an sich bekannten Verfahren: Schmelzen und Frit- 
ten eines Glases. Die Fritte kann durch Nass- oder 
Trockenfritten heigesteUt werden. Mahlen der Glas- 
fritte zu einem Glaspuiver geeigneter Komung. Agglo- 
merieren des Pulvers unter Zusatz eines oiganischen 55 
Binders. Kaltpressen des getrockneten Aggtomerats zu 
einem Grunkorper mit der gewiinschten Form. Trock- 
nen, Austreiben des organischen Binders und Dichtsin- 
tem der Glaskorper im Of en bei ca. 100 bis 200*'C uber 
der Transformationstemperatur des Glases. 60 

b) Loten: Vermengen des pulverisierten Glaslotes mit 
einem organischen Binder, bis es eine pastenfdrmige 
Konsistenz bat Aufbringen der Glaslotpaste auf die 
Bereiche der Rohlinge (Glasformteile), die mit dem 
Metall bzw. dem anderen Glasteil verklebt werden sol- 65 
len. Wichtig ist die genaue Dosierung des Glaslots, da- 
mit keine Metallflachen, die zur Kontaktierung und Be- 
festigung der LED benotigt werden, von Lot bedeckt 



werden, aber es darf durch zu wenig Lot auch zu keiner 
undichten L5tung kommen. Zur genauen Dosierung 
der Glasloti^aste kann ein pneumatischer Dispenser 
verwendet werden. Trocknen, Austreiben des organi- 
schen Binders und Dichtsintem des auf die Sinterglas- 
teile aufgetragenen Lots. Danach miissen die bdden 
Rohlinge (insbesondere ein Unter- und Obeiteil) zum 
L5ten in einem Werkzeug fixiert und genau gegenUber 
dem Leadframe posidoniert werden. Der Verbund wird 
horgestellt mittels Zusammenl5ten in einem Ofen unter 
Schutzgas bei 100°C bis 300°C Uber der Transformati- 
onstemperatur des Lots, dabei sollte auf die Tbile ein 
leichter Anpressdruck gegeben werden (bevorzugt ent- 
sprechend einem Gewicht von mindestens 10 g, insbe- 
sondere bis 20 g. Masse pro Gehause). 

[0018] Ein drittes Verfahren basiert auf einer GieBtechnik 
und wendet den Druckguss von flussigem Glas an. Hierbei 
wird das Glas in flussigem Zustand direkt um das Metall- 
Leadframe gespritzt. Fiir dieses Verfahren soUten besonders 
rcaktionstrage Materialien, beispielsweise Bomitrid, sowohl 
fUr die Spritzeinheit als auch fiir die Kontaktflachen der 
Form, in die das fliissige Glas gespritzt wird, verwendet 
werden, um eine Reaktion und ein Verkdeben des Glases mit 
den Werkzeugen zu v^hindem. Ebenfalls wichtig ist die ge- 
naue Temperaturfiihrung bei alien Prozessschritten. 
[0019] Das Glas muss beim Aufheizen bis unterhalb des 
Schmelzpunktes des Metalls eine so niedrige Viskositat, 
vorteilhafi im Bereich von 0,5 bis 2 x 10^ 6Pa s, erreichen, 
dass es sich flUssig verspritzen lasst und sollte daher eine 
m5glichst niedrige Transformationstemperatur (< 400°C) 
aufweisen. Der Ausdehnungskoeffizient des Glases muss 
auf den des Metalls abgestimmt sein (maximal sollte der 
Unterschied einem Faktor 1,3 entsprechen) um nach dem 
Erstarren des Glases einen dauerfaaften Glas/Metallverbund 
zu gewahrleisten. Das Glas sollte kristallisadonsbestandig 
sein, sonst besteht die Gefahr der Kristallisation wahrend 
des Spritzvorgangs. Um eine Reaktion des Glases mit der 
Spritzeinheit und der Form und ein dadurch bedingtes Ver- 
kleben zu vermeiden, miissen die mit dem Glas in Kontakt 
stehenden Flachen der Wericzeuge (Spritzeinheit, Form) aus 
einem Material bestehen, das mit dem Glas nicht reagiert 
und auf dem das Glas nur schlecht haftet. Hexagonales Bor- 
nitrid (BN) hat sich hierfiir als geeignet erwiesen. Die Kon- 
taktflachen der Werkzeuge konnen dazu aus mit Bomitrid 
beschichtetem Metall (beispielsweise Molybdan) oder di- 
rekt aus massivem hexagonalen Bomitrid bestehen. 
[0020] Geeignete Verfahrensschritte sind folgende: 
Herstellen einer Glasmasse in flussigem Zustand, beispiels- 
weise mittels Schmelzen und Fritten eines Glases. Bereit- 
stellen der Glasmasse durch Aufschmelzen der Fritte in ei- 
ner beheizten Spritzeinheit. Einspritzen der Glasmasse in 
eine teilbare Form mit vorher eingelegten elektrischen An- 
schltissen (insbesondere Leadframe). Abkilhlen und Oflfnen 
der Form (Entformung) nach Erstarrung des Glases. Das 
Einspritzen erfolgt normalerweise unter Druck. 
[0021] Spritzeinheit und Form sollten fur dieses Verfahrra 
getrennt temperierfoar sein. Eine an das verwendete Glas an- 
gepasste Temperierung der Form ist notig, damit der Form- 
k6rper weder an der Form anklebt (wenn die Ttmperatur zu 
hoch ist), noch bei zu schnellem Abkiihlen, durch Thermo- 
schock, reiBt. 

[0022] Ein viertes Verfahren in Fugetechnik basiert auf 
dem Aufeintem von Glas-Presslingen. Hierbei werden 
Presslinge aus Glaspuiver zusammen mit dem eingelegten 
leadframe einem Sinterprozess unterworfen, so dass es zu 
einem festen Verbund von Glas und Metall kommt Zur Un- 
terstiitzung des Zusammensintons kann man auch vorteil- 
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haft einen beidseitigen Dnick auf die Fiigepartner geben, so 
dass ein Drucksintem erfolgt, insbesondere entsprechend ei- 
nem Gewichl, das von einer Masse von 20 bis 50 g ausgeObt 
wird (bezogen auf ein Gehause). Fiir einen erfolgreichen 
Verlauf der Sinterung ist es gOnstig, wenn die Fk^sslinge vor 5 
dem Fugeprozess ungesintert oder nur leicht (entsprechend 
etwa 5 bis 20% der normalen Sinterzeit) voigesintert sind. 
Fiir dieses Verfahren muss ein Glas, beispielsweise ein 
Phosphatglas ahnlich wie in US-A 5 965 469 beschrieben, 
gewahlt werden, bei dem die Sinlertemperatur unterhalb der lO 
Schmelztemperatur des Metalls liegt. Der Ausdehnungsko- 
effizient des Glases muss auf den des Metalls (hier meist 
Kupfer) abgestimmt sein (maximal ein Faktor 1,3 Unler- 
schied). Er soUte daher mindestens 14 x 10^ K"^ beU^gen, 
um nach dem Sintem des Glases einen dauerhaften Glas/ 15 
Metallverbund zu gewahrleisten. 

[0023] Wahrend des Sinterprozesses empfiehlt sich die 
Verwendung eines Schutzgases (insb. Aigon) um einer Kor- 
rosion des Metall-Leadframes vorzubeugen. Das wahrend 
des Sintervorgangs zur Positionierung verwendete MetaU- 20 
werkzeug sollte beschichtet sein, um ein Anhaften des Gla- 
ses zu verhindem. Hierzu hat sich eine Schicht aus hexago- 
nalem Bomitrid auf den Kontaktflachen schon als ausrei- 
chend bewShrt. 

[0024] Geeignete Verfahrensschritte sind: 2S 

a) Herstellung und Bereitstellen von Glaspulver in 
Form zweierPresslinge nach an sich bekannten Verfah- 
ren: Schmelzen und Fritten eines Glases. Die Fritte 
kann duich Nass- oder lYockenfritten heigestellt w^- 30 
den. Mahlen der Glasfhtte zu einem Glaspulver geeig- 
neter K5mung. Agglomerieren des Pulvers unter Zu- 
satz eines organischen Binders. Kaltpressen des ge- 
trockneten Agglomerats zu einem Griinkoiper mit der 
gewOnschten Form. 'Aocknen, Entbindem und kurzes 35 
Vorsintem der Formkorper durch ein geeignetes Tem- 
peraturprogramm im Ofen. 

b) Fugen durch Aufsintem bzw. Drucksinlem: Einle- 
gen der Presslinge und des Metall-Leadframes (zwi- 
schen den Presslingen) in ein Werkzeug (leilbare 40 
Form), das die genaue Positionierung derFormteile zu- 
einander ermoglicht. Vorsintern des dadurch gebildeten 
Formkorpers. Beaufschlagen mit einem beidseitigen 
Druck und Endsintern unter Schutzgas bei 100°C bis 
200°C Ober der TVansformationstemperatur des Glases. 45 
Zur Unlerstiitzung des Sintervorgangs ist der beidsei- 
tige Druck notwendig, damit die Glasformteile iiber 
den durch das Leadframe bedingten Abstand (typisch 
0,13 mm) hinweg, zusammensintem. Entnahme aus 
dem Werkzeug nach dem Abkiihlen und Offnen der 50 
Form. 

[0025] Ein funftes Verfahren wendet die Technik des 
Spritzgusses an. Hierbei wird das Glaspulver mit Hilfe eines 
organischen Plastifizierers ahnlich wie beim Spritzguss von 55 
technischen Keramiken, siehe "Ovenriew of Powder Injec- 
tion Molding" von P. J. Vervoort et al., in: Advanced Perfo- 
mance Materials 3, S. 121-151 (1996), verarbeitet. Die pla- 
sdfizierte Glaspulvermasse wird direkt auf bzw. um das Me- 
tall-Leadfirame herumgespritzt. Danach erfolgt ein Piozess- 60 
schritt des Entbindems, bevor der so entstandene "Griinkor- 
per" dichtgesinteit wird, Wahrend des Sinterprozesses emp- 
fiehlt sich die Verwendung eines Schutzgases (insbesondere 
Argon) um einer Korrosion des Metalls vorzubeugen. 
[0026] FUr dieses Verfahren muss ein Glas gewShlt wer- 65 
den, dessen Sintertemperatur unterhalb der Schmelztempe- 
ratur des Metalls (bevorzugt < 600*^0) und oberhalb der Ent- 
binderungstemperatur des Plastifizierungsmittels (bevor- 
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zugt > 400*^0 liegt Der Ausdehnungskoeffizient des Glases 
muss auBerdem auf den des Metalls abgestimmt sein (maxi- 
maler Unterschied entsprechend einem Faktor 1,3), bevor- 
zugt sollte er 21 14 X 10^ gewahlt sein, um nach dem 
Sintem des Glases einen dauerhaften feuchtigkeitsdichten 
Glas/Metallv^und zu gewahrleisten. Das Glas sollte 
feuchtigkeitsbestMndig sein, bevorzugt sollte seine hydroly- 
tische Bestandigkeit mindestens Klasse 3 entsprechen. 
[0027] Geeignete Verfahrensschritte sind: 
Herstellen eines Glaspulvers mittels Schmelzen und Fritten 
eines Glases (nach an sich bekannten Verfahren): Die Fritte 
kann durch Nass- oder lYockenfritten heigestellt werden. 
Mahlen der Glasfritte zu einem Glaspulver geeigneter Kdr- 
nung. Bevorzugt ist ein mittlerer Komdurchmesser djo von 
dso < 10 Plasdfizieren des Glaspulvers in einem Kneter. 
Hierbei wird eine geeignete Menge an Glaspulver (bei- 
spielsweise 80% Glas) moglichst homogen mit einem fiir 
den Spritzguss geeigneten oiganischen Binder oder Plastifi- 
zierer (Restanteil: beispielsweise Siliplast HO der Fa. 
Zschinuner & Schwarz) vermengt. Einbringen des plastifi- 
zierten Glaspulvers in eine beheizte Spritzeinheit (bei 140 
bis 200°C; typisch sind 160 ^C). Einspritzen dieser Masse 
unter Dmck (mindestens 5 MPa, insb. ca. 20-30 MPa) in 
eine teilbare Form mit vorher eingelegten elektrischen An- 
schlussen (insbesondere Leadframe). Abkiihlen, wobei ein 
starrer GrQnkdrper entsteht Ofi^hen d^ Form und Heraus- 
nehmen des Grilnkdrpers (Entformung) nach Erstarrung des 
Griinkdrpers. Spritzeinheit und Form mtissen fUr dieses Ver- 
fahren getrennt temperi^bar sein. AnschlieBend erfolgt die 
thermische oder cbemische Entbinderung des GrUnk6rpers. 
Danach Dicht- oder Endsintern unter Schutzgas in einem 
Ofen bei 100° bis 200° Uber der lYansformationstemperatur 
des Glases, entsprechend einer absoluten Tbmperatur von 
etwa 400 bis 600°C. 

Figuren 

[0028] Im folgenden soil die Erfindung anhand mehrerer 
Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert werden. Es zeigen: 
[0029] Fig. 1 ein Halbleiterbauelement, im Schnitt; 
[0030] Fig* 2 dasselbe Halbleiterbauelement in Drauf- 
sicht; 

[0031] Fig. 3 ein weiteres Halbleiterbauelement im 
Schnitt. 

Beschreibung der Zeichnungen 

[0032] In Fig. 1 und 2 ist ein optoelektronisches Halblei- 
ter-Bauelement 1 gezeigt. Kemstiick ist der primar UV- 
Strahlung emitderende Chip 2, der mit elektrischen An- 
schlussen 3, 4 verbunden ist, die als Leiterrahmenteile aus- 
gebildet sind. Einer der Ibile 4 ist iiber einen Bonddraht 14 
an den Chip angeschlossen. Der Chip 2 sitzt direkt auf dem 
breiten Anschluss 3, der auf der Oberfiache 5 (oder auch in 
einer passenden Ausnehmung) eines rechteckigen Grund- 
k&rpers 6 aus Glas angeordnet ist. Auf den Grundkorper 6 ist 
ein ringfbrmiger Aufsatz 8 aufgesetzt, der den Chip Chip 
umgibt und in seinem Inneren eine Ausnehmung 7 frei lasst 
Die innere schrage Wand des Aufsatzes 8 ist als Reflektor 9 
geformt. Der Aufsatz 8 ist mit dem Grundkorper 6 und dem 
Leiterrahmen 3, 4 dureh einen Kleber oder ein Lotglas 10 
verbunden. Der Aufsatz 8 ist ebenfalls aus einem Glas ge- 
fertigt 

[0033] Die Ausnehmung 7 innerhalb des Reflektors 9 ist, 
wie an sich bekannt, mit einem GieBharz 11, das evtl. einen 
Wellenlangen konvertierenden Leuchtstoflf umfasst, geftillt. 
[0034] Fig. 3 zeigt ein Halbleiterbauelement, das im Pdn- 
zip dem in Fig. 1 ahnelt (gleiche Bezugsziffem bezeichnen 
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gleiche Tbile). Im Unterschied dazu ist es jedoch mittels ei- 
ner Spritz- Oder GieBtechnik gefertigt, Demzufolge ist das 
Gehause 20, bestehend aus Grundkoqxr 21 und Aufsatz 22, 
einteilig aus einem gespritzten bzw. gegossenen Glaskorper 
gebildeL Auf dem Aufsatz 22 ist noch eine Abdeckscheibe S 
18 befestigt. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen lO 
Halbleiter-Bauelementes, wobei das Bauelement aus 
einem Chip besteht, der mil elektrischen AnschlQssen 
versehen ist, und wobei der Chip in einem GehSuse un- 
teigebracht ist, das funktionai zumindest aus einem 
Grundk5rper und einem Aufsatz besleht, die beide aus 15 
Glas bestehen, dadurch gekennzeichnet, dass fol* 
gende Verfahren sschritte angewendet werden: 

a) Herstellen und Bereilstellen zweier Sinterglas- 
Rohlinge (Glaskorper); 

b) Aufbringen von Klebsloff auf die zu verbin- 20 
denden Hachen der Rohlinge; 

c) Fixieren der beiden Rohlinge in einem Werk- 
zeug; 

d) Herstellen eines mechanischen Verbundes der 
beiden Glaskorper mit den elektrischen Anschlus- 25 
sen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass im Verfahrensschritt b) ein pneumatischer 
Dispenser zum genauen Dosieren des Klebstoffs wer- 
wendet wird. 30 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass im Verfahrensschritt d) ein leichter Anpress- 
druck (bevorzugt entsprechend einem Gewicht von 
mindestens 2 g Masse) verwendet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 35 
net, dass als zus^tzlicher Verfahrensschritt e) durchge- 
fOhrt wird: 

e) AushSrten des Klebers, insbesondere bei einer 
Temperatur oberfaalb lOO'^C. 

5. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen 40 
Halbleiter-Bauelementes, wobei das Bauelement aus 
einem Chip besteht, der mit elektrischen Anschlussen 
versehen ist, und wobei der Chip in einem GehSuse un- 
tergebracht ist, das funktionai zumindest aus einem 
Grundkorper und einem Aufsatz besteht, die beide aus 45 
Glas bestehen, dadurch gekennzeichnet, dass folgende 
Verfahrensschritte angewendet werden: 

a) Herstellen und Bereitstellen zweier Sinteiglas- 
Rohiinge (Glaskorper); 

b) Vermengen von pulverisiertem Glaslot mit ei- 50 
nem organischen Binder zu einer Paste; 

c) Aufbringen der Paste auf die zu verbindenden 
Flachen der Rohlinge; 

d) Fixieren der beiden Rohlinge in einem Werk- 
zeug 55 

e) Herstellen eines Verbundes der beiden Glas- 
korper mit den elektrischen Anschiiissen. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass im Verfahrensschritt c) ein pneumatischer 
Dispenser zum genauen Dosieren der Paste verwendet 60 
wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass im Verfahrensschritt e) ein leichter Anpress- 
druck (bevorzugt entsprechend einem Gewicht von 
mindestens 10 bis 20 g Masse) verwendet wird. 6S 

8. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass im Verfahrensschritt e) eine Temperatur ange- 
wendet wird, die um 100 bis 30&*C oberhalb der IVans- 



formationstemperatur des Glaslots liegt. 

9. Verfahren nach Anspnich S, dadurch gekennzeich- 
net, dass die thoinischen Ausdehnungskoefifizienten 
des Glases und der metallischen AnschlUsse sich maxi- 
mal um den Faktor 1,8 untersc beiden, wobei der ther- 
mischen Ausdehnungskoeffizient des Glaslots zwi- 
schen denen des Glases und der AnschlUsse liegt. 

10. Verfahren zur Herstellung eines optoelektroni- 
schen Halbleiter-Bauelementes, wobei das Bauelement 
aus einem Chip besteht, der mit elektrischen Anscbltis- 
sen versehen ist, und wobei der Chip in einem GehSuse 
unteigebracht ist, das funkdonal zumindest aus einem 
Grundkorper und einem Aufsatz besteht, die beide aus 
Glas bestehen, dadurch gekennzeichnet, dass folgende 
Verfahrensschritte angewendet werden: 

a) Herstellen einer Glasmasse in flussigem Zu- 
stand und Bereitstellen der Glasmasse in einer be- 
heizten Spritzeinheit; 

b) einspritzen der Glasmasse aus der Spritzein- 
heit in eine teilbare Form, in der auch die elektri- 
schen AnschlUsse tixiert sind; 

c) Abkuhlen und Offnen der Form. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zumindest die Kontaktflache der Form 
und evtl. der Spritzeinheit mit einem reaktionstragen 
Material ausgekleidet ist, insbesondere mit Bomitrid. 

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, ■ dass die thermischen Ausdehnungskoefii- 
zienten des Glases und der AnschlUsse sich maximal 
um den Faktor 1,3 unterscheiden. 

13. Verfahren zur Herstellung eines optoelektroni- 
schen Halbleiter-Bauelementes, wobei das Bauelement 
aus einem Chip besteht, der mit elektrischen AnschlUs- 
sen versehen ist, und wobei der Chip in einem Gehause 
untergebracht ist, das funktionai zumindest aus einem 
Grundkorper uiid einem Aufsatz besteht, die beide aus 
Glas bestehen, dadurch gekennzeichnet, dass folgende 
Verfahrensschritte angewendet werden: 

a) Bereitstellen von Glaspulver in Form zweier 
Presslinge, die den Grundkorper und Aufsatz bil- 
den sollen; 

b) Einbringen der Presslinge in eine teilbare 
Form, in der auch die elektrischen AnschlUsse 
zwischen den beiden Presslingen fixiert sind; 

c) Vorsintem des dadurch gebildeten Formk5r- 
pers; 

d) Endsintem des Formkorpers; 

e) Abkuhlen und Offnen der Form. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Schritt d) unter Druck (insbesondere 
entsprechend einem Gewicht von mindestens 20 bis 
50 g Masse), insbesondere unter beidseitigem Druck, 
erfolgt 

15. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Schritt d) bei einer Temperatur von 
100 bis 200*^C Uber der IVansformationstemperatur des 
Glases erfolgt 

16. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zumindest die Kontaktflachen der Form 
aus einem reakdonstrSgen Material bestehen, insbeson- 
dere Bornitrid. 

17. Verfahren zur Herstellung eines optoelektroni- 
schen Halbleiter-Bauelementes, wobei das Bauelement 
aus einem Chip besteht, der mit elektrischen AnschlUs- 
sen versehen ist, und wobei der Chip in einem Gehause 
unteigebracht ist, das funkdonal zumindest aus einem 
Grundkorper und einem Aufeatz besteht, die beide aus 
Glas bestehen, dadurch gekennzeichnet, dass folgende 
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Verfahrensschritte angewendet werden: 

a) Herstelien eines Glaspulvers; 

b) Zumischen eines organischen Plastifizierers 
zum Glaspulver und Einbringen der plastifizierten 
Masse in eine b^eizte Spritzeinheit; s 

c) Einspritzen der Masse aus der Spritzeinheit in 
eine teilbare, separat beheizbare Form, in der auch 
die elektrischen Anschliisse fixiert sind; 

d) AbkUhlen, wobei ein GrOnk^rper entsteht; 

e) Offiien der Form; 10 

f) ^tbindem des Grilnkoxpers; 

g) Dichtsintem des GrOnkorpers. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Schritt g) bei einer Temperatur unter- 
halb der Schmelzlemperatur des Materials der metalli- 15 
schen Anschliisse und oberhalb der Entbinderungstem- 
peratur des Plastifizierers erfolgt. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Schritt g) bei einer Temperatur von 

1 00 bis 200°C uber der lYansformationstemperatur des 20 
Glases erfolgt. 

20. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass wahrend des Schrittes g) eine Schutzgas- 
atmosphare angelegt wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 17. dadurch gekenn- 25 
zeichnet, dass die thermi schen Ausdebnungskoefii- 
zienten des Glases und der Anschlusse sich maximal 
um den Faktor 1,3 unterscheiden. 

22. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Glas feuchtigkeitsbestandig ist. 30 
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